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(54) Title: OPTOELECTRONIC COMPONENT WHICH CAN DETECT RADIATION 

(54) Bezelchnung: STRAHLUNGSDETEKTIERENDES OPTOELEKTRONISCHES BAUELEMENT 
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JlQ (57) Abstract: The invention relates to an optoelectronic component which can detect radiation, comprising a semi-conductor chip 
(2) provided with one or several areas which are sensitive to radiation (7, 8,9) and which are used to detect electromagnetic radiation 
(17). The electromagnetic radiation (17) is focused in the areas which are sensitive to radiation (7, 8, 9) by means of a diffraction 
element (1) which is preferably integrated into the semi-conductor chip. The dif&active element (1) can also more particularly be a 
zone plate. 
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Veroffentlicht: 

— mit intemationalem Recherchenbericht 



Zur Erkldrung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab- 
kiirzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfang jeder reguldren Ausgabe der 
PCT -Gazette verwiesen. 



(57) Zusammeiifassuiig: Bei einem strahlungsdetektierenden optoelektronischen Bauelement mit einem Halbleiterchip (2). der 
eine oder mehrere strahlungsempfindliche Zonen (7, 8 ,9) zurDetektion elektromagnetischer Strahlung (17) aufweist, erfolgt die 
Fokussierung der elektromagnetischen Strahlung (17) in die strahlungsempfindlichen Zonen (7. 8, 9) dutch ein dif&aktives Element 
(1), das voizugsweise in den Halbleiterchip (2) integriert ist. Das difi&aktive Element (1) kann insbesondere eine Zonenplatte sein. 



